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Introducéao

O NO é uma molécula enddgena, envolvida em
numerosos processos fisiolégicos e patoldgicos.
Diversas substancias capazes de liberar NO in vivo
tém sido estudadas, incluindo os nitro complexos de
ruténio, como o cis-[Ru(NO,)(bpy),(4-pic)]*, capaz de
liberar NO ap6s estimulo luminoso ou eletroquimico®
Considerando que as fungdes especificas do NO
dependem de sua localizacéo e cinética de liberagéo,
e que a sua aplicacéo topica pode evitar possiveis
efeitos colaterais, o0 objetivo deste trabalho foi
desenvolver sistemas de liberacdo para a
administragdo topica do NO a partir do complexo cis-

[Ru(NO)(bpy)(4-pic)]".

Resultados e Discussao

O complexo  cis-[Ru(NO,)(bpy)(4-pic)]” foi
incorporado em diferentes formulagBes saturadas
(solucdo em tampado fosfato pH 5 e géis de
Hidroxietilcelulose-HEC, Carbopol e Quitosana, e seu
perfil de liberag&o in vitro a partir destas formulacdes
foi avaliado, empregando células de difusdo de Franz,
no periodo de 12 horas (Figura 1).
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Figura 1: Perfil de liberagdo de cis-[Ru(NO,)(bpy),(4-pic)*" a
partir de diferentes formulagges.

O potencial destes géis como sistemas
liberadores de NO sob fotoindugdo foi também
avaliado qualitativamente, empregando o ISO-NOP
NO meter e quantitativamente através da
determinacdo por CLAE do aquo-composto formado
apos a liberagdo fotoinduzida do NO.

O gel de HEC mostrou liberacdo de NO
equivalente & obtida para a solu¢do tampao, em torno
de 36% (Tabela 1).
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Tabela 1: Quantidade de cis-[Ru(NO,)(bpy).(4-pic)]*" [Ru"-NO,]
e de cis-[Ru(bpy),(4-pic)(H,O)]** [Ru"-H,O] presentes nas
formulac¢Bes antes e ap6s uma hora de irradiagéo.

Antes dairradiacéo Apos 1 hora de

Formulagao irradiacdo
[Ru"-NO,] [Ru"-H,0] [Ru"-NO,] [Ru'"-H,0]

Solugao 3

tampdo 730 (+0) 3/, 520 (+10) 260 (10)

HEC 800 (+50) 3/, 720 (£70) 290 (¥20)

Quitosana 460 (+30) 200 (¥10) 370 (¥60) 330 (x0)

Desta forma, o gel de HEC foi escolhido para a
veiculagdo deste complexo, e para controlar sua
liberacéo, filmes de quitosana reticulado ou ndo com
glutaraldeido (GLU) foram desenvohidos. O emprego
dos filmes de quitosana reticulados diminuiu a
quantidade acumulada liberada de cis-
[RUu(NO,)(bpy),(4-pic)]* a partir do gel de HEC. (Figura
2) e controlou sua liberacdo (cinética de liberacdo de
ordem Zg50).
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Figura 2: Quantidade liberada acumulada de cis-

[RU(NO,)(bpy),(4-pic)]** a partir do gel de HEC colocado sobre
filmes de quitosana com diferentes graus de reticulagao.

Conclusobes |

Dentre as formulagdes desenvolvidas, o gel de
HEC se mostrou adequado em relagdo a liberacdo do
complexo e a liberagdo fotoinduzida do NO, de
maneira similar a solugdo tampado. O emprego de um
filme de quitosana reticulado com GLU foi
considerado eficiente no controle da liberagdo deste
complexo.
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